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)با  NMOSیک ترانزیستور  (1
𝑊

𝐿
) =  مفروض است: 40

 رسم نمایید. GHz 28-5/0 ی فرکانسیرا برای این ترانزیستور در بازهو ماکزیمم بهره  μپارامتر  الف(

های نمایید و کانتورLoad-Pull (LP) و  GHz 28 ،Source-Pull (SP)ترانزیستور را در فرکانس  ب(

 توان را در یک شکل با دوایر ناپایداری رسم نمایید.

با قرار دادن ترکیب سری یک مقاومت و سلف که به صورت موازی به گیت متصل شده است  (ج

توانید یهای بالا پایدار نگردید، مترانزیستور را پایدار نمایید. )در صورتی که ترانزیستور فرکانس

 استفاده نمایید.(زی مقاومت و خازن را به صورت سری با گیت اترکیب مو

در امپدانس بهینه  Q نمایید. LPو  GHz 28، SPبعد از پایدار کردن ترانزیستور آن را در فرکانس  (د

  کند؟های پایداری وجود ندارند چه تغییری میبه حالتی که شبکه نسبت Loadسورس و 

با فرض اینکه امپدانس ورودی ترانزیستور ترکیب سری یک مقاومت و خازن باشد، مشاهدات بند  (هـ

 ( را با نوشتن روابط اثبات نمایید.د)

دهد؟ مشاهدات خود را تفسیر بهینه را تغییر می Loadهای پایداری کانتورهای آیا قرار دادن شبکه (و)

 نمایید.
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 باشد.می 4ها برابر  Fingerدهد که در آن تعداد را نشان می Lange Couplerشکل زیر یک مدار  (2

 

 90تزویج و اختلاف فاز  dB 3ها بر روی شکل مشخص گردیده است. کوپلر را برای امپدانس هر یک از پورت

 ( طراحی نمایید. 3و  2های خروجی )درجه بین دهانه

 

باشد، که بلوک دیاگرام آن در شکل زیر می Feed Forwardهای خطی سازی استفاده از یکی از روش (3

 آورده شده است:
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𝑌𝐴با فرض اینکه  = 𝑏1𝑋𝐴 + 𝑏2𝑋𝐴
2 + 𝑏3𝑋𝐴

 کند:کننده را توصیف میی غیرخطی هر تقویتمشخصه 3

 بدست آورید. Xرا بر حسب  Y الف(

𝑉𝐷𝑆با فرض اینکه  ب( = 1.5 V قادیرباشد، م 𝑏2 و 𝑏3  را بر حسب𝑉𝐺𝑆  رسم  ترانزیستورتک برای

 ای وجود دارد که در آنآیا نقطه برابر صفر است. 𝑏3ای وجود دارد که در آن نمایید و نشان دهید نقطه

𝑏2 سایز ترانزیستورها برابر  برابر صفر شود؟((
7.2 𝜇𝑚

0.18 𝜇𝑚
 فرض گردد.( (

ای را که در بازه توان، میزیرهای بند )ب( نشان دهید که با بایاس مناسب ساختار با استفاده از یافته ج(

𝑏3آن   =  سورس مانند بند )ب( است.(-ها و بایاس درین)سایز ترانزیستور باشد پهن تر نمود.می 0

𝑏2آیا حالتی وجود دارد که  = 𝑏3 =  گردد. 0
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𝑏2معین،  𝑉𝐺𝑆مدار زیر را طوری طراحی کنید که در آن به ازاء یک  د( = 𝑏3 =  برقرار گردد. 0

(𝑉𝐷𝐷 = 1.5 Vباشد.( می 

 

 

 

 

 


